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(57) Resumen:

(ES): La presente invencidn se refiere a un elemento de la via de flujo para generar nanoburbujas, y una unidad
integrada de la via de flujo y un generador de nanoburbujas que utiliza el elemento de la via de flujo, en donde
en el elemento de la via de flujo, el &rea de friccién por volumen de un fluido, se maximiza aumentando la
circunferencia de una seccién transversal de una via de flujo con respecto a un éarea de seccion transversal de la
via de flujo, la longitud de una sola via de flujo se puede formar continuamente a decenas de metros 0 mas sin
conexion, y la integracion de alta densidad es posible, a fin de mejorar notablemente la capacidad de generar
nanoburbujas. Para implementar esto, el elemento de la via de flujo para generar nanoburbujas de acuerdo con
la presente invencidn, tiene un cuerpo formado como un solo tubo que se puede doblar y una 0 méas paredes
divisorias para dividir un espacio de la via de flujo, que se forman integral y sucesivamente en la via de flujo,
en la direccion del flujo, con el objeto de expandir el area de la superficie y el area de friccion del fluido. El
cuerpo esta formado por cualquiera que tenga excelente ductilidad entre la silicona, el material de caucho y el
material de resina blanda para doblar y enrollar libremente, y se fabrica mediante moldeo por extrusién, de modo
que las paredes divisorias se forman sucesivamente en la direccion longitudinal del cuerpo.

(FR): La présente invention concerne un élément de trajet d'écoulement pour générer des nano-bulles, et une
unité de trajet d'écoulement intégrée et un générateur de nano-bulles utilisant I'élément de trajet d'écoulement,
dans I'élément de trajet d'écoulement, la zone de frottement par volume d'un fluide étant maximisée en
augmentant la circonférence d'une section transversale d'un trajet d'écoulement par rapport a une surface de
section transversale du trajet d'écoulement, la longueur d'un seul trajet d'écoulement pouvant étre formée en
continu a des dizaines de metres ou plus sans connexion, et une intégration a haute densité est possible, de
facon a améliorer de fagcon remarquable la capacité a générer des nano-bulles. Pour mettre en ceuvre ce procede,
I'élément de trajet d'écoulement pour générer des nano-bulles selon la présente invention comprend un corps
formé sous laforme d'un tube unique qui peut étre courbé, et une ou plusieurs parois de séparation pour diviser
un espace de trajet d'écoulement, qui sont formées d'un seul tenant et successivement formées dans le trajet
d'écoulement dans la direction d'écoulement afin d'étendre la surface et la zone de frottement du fluide. Le
corps est formé de l'un quelconque présentant une excellente ductilité parmi le silicium, un matériau de
caoutchouc et un matériau de résine souple destiné a étre librement plié et enroulé, et est fabriquépar moulage
par extrusion de sorte que les parois de séparation soient formées successivement dans la direction longitudinale
du corps.
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